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III. Відомості про виконавця ДіР
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V. Відомості про замовника ДіР
Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національна академія наук
України

Код за ЄДРПОУ: 00019270

Місцезнаходження: вул. Володимирська, 54, м. Київ, Київська обл., 01030, Україна

Форма власності:
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VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР
Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади,
академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування:  2.1 - фундаментальні дослідження

Джерела фінансування
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Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 6541030

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 102



VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Дослідження наноструктур на основі багатокомпонентних напівпровідникових халькогенідів металів як
матеріалів нового покоління фотовольтаїки та люмінесцентних біоміток

Назва роботи англійською:
The investigations of nanostructures based semiconductor multi-metal chalcogenides as materials of new
generation photovoltaic and fluorescent biomarkers

Реферат українською:
Вперше методами теорії густини станів (DFT) розраховані фононні спектри декількох актуальних четверних
сполук халькогенідів металів першої, другої і четвертої груп періодичної системи. Виконані
експериментальні дослідження Раманівського розсіювання кристалів Cu2ZnGeS4, Cu2ZnSiSe4 і змішаних
Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 і одержано добре узгодження з теоретичними розрахунками. Встановлені і пояснені
аномальні властивості динаміки гратки цього класу кристалів порівняно з класичними напівпровідниками
А2В6 і А3В5.

Реферат англійською:
Phonon spectra of several topical quaternary compounds metal chalcogenides first, second and fourth groups of
the periodic system was calculated by using density functional theory (DFT) method. Experimental study of Raman
scattering crystals Cu2ZnGeS4, Cu2ZnSiSe4 and mixed Cu2Zn(Sn1-xGex)S4 was performed and obtained a good
agreement with theoretical calculations. Established and explained the anomalous properties of lattice dynamics in
this class of crystals compared to classical semiconductors A2B6 and A3B5.
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VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)
Назва НТП українською: Метод отримання фононного спектру напівпровідникових халькогенідів
металів (Cu2ZnGeS4, Cu2ZnSiSe4 і змішаних Cu2Zn(Sn1-xGex)S4) як матеріалів для нового покоління
фотовольтаїки.

Назва НТП англійською: The method of obtaining the phonon spectrum of semiconductor chalcogenides
of metals (Cu2ZnGeS4, Cu2ZnSiSe4 and mixed Cu2Zn(Sn1-xGex)S4) and materials for a new generation
photovoltaic.

НТП, яку передбачалося створити:
Причини, через які НТП не було створено:
Отримані результати:
Галузь застосування: Електроніка

Реєстраційний номер картки технології:
Опис НТП: Оптичними та теоретичними методами одержані численні дані про різні типи фононних
спектрів у напівпровідниках типу Cu2ZnGeS4, Cu2ZnSiSe4 і змішаних Cu2Zn(Sn1-xGex)S4.

Соціально-економічна спрямованість НТП:
Вплив НТП на довкілля:
Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП
Початок етапу: -
Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НАНУ

Перспективні ринки: Україна

Характер співробітництва з інвестором
Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.:
Права, що надаються інвестору після завершення роботи:
Наявність бізнес-плану:
Техніко-економічне обгрунтування:
Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.:
Очікуваний термін окупності (років):
Додаткова інформація:
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